АМОРФИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ GaAs при ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ АЗОТА с ЭНЕРГИЕЙ 250 кэВ 
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Исследование спектров фотолюминесценции GaAs, имплантированного ионами азота N+ с энергией 250 кэВ, позволило обнаружить увеличение интенсивности линии краевой ФЛ в 1.3-1.5 раза при удалении приповерхностного слоя толщиной 100 нм. (рис. 1) /1/. Показано, что усиление ФЛ вызвано высокой концентрацией радиационных дефектов в приповерхностной области. 
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Рис. 1. Модельное и TRIM распределения концентрации точечных дефектов по глубине образа GaAs, имплантированного и отожжённого образа GaAs.

Установлено, что плотность поверхностных дефектов значительно превосходит объёмную даже после отжига при 700оС и достаточна для её аморфизации. Устойчивость дефектов объяснена как кластеризацией точечных дефектов, так и заколачиванием атомов кислорода естественного оксида с последующим образованием химических связей, что приводит к образованию стабильных дефектов, не поддающихся удалению отжигом.
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